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１．概要（Summary） 

α―IGZO はその高い導電性とキャリア易動度から、高

周波デバイスへの応用が期待されている。一方で、酸化

化合物半導体は一般的にその物性は不安定で、特に経

時的物性変化や印加電圧による特性の変化が問題とさ

れている。今回、その不安定要素の把握の一助として、東

京工業大学がスパッタリング法により製膜したα―IGZO

膜について、GDOES を用いて IGZO 薄膜内の元素分析

を行い、不純物の有無と軽元素の経時的挙動について

検討した。 

 
２．実験（Experimental） 
２．１主な使用装置 
・日立ハイテク社製（HORIBA 製）グロー放電 
分光分析装置 GDOES 

２．２実験方法 
Si 基板上にα-IGZO 薄膜をスパッタリング法にて

30nm 製膜し、これを日立ハイテク社製グロー放電分

光分析装置 GDOES で深さ方向にエッチングすると

ともに元素分析を行った。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.１にGDOESによるα-IGZO薄膜の元素分析例

を示す。チャートの左から右に向かって深さ方向へエ

ッチングされていく際の各元素のピークを示してい

る。基板のごく表面の C の汚染のピークを除き、α

-IGZO 膜の構成元素のうち Zn が強いピークで観察さ

れ、深さ方向にエッチングされるにつれ、基板の Si
と入れ替わる様子がとらえられている。IGZO と Si
基板の界面付近に Fe または Mo の存在が示唆された

が、他の分析結果と合わせて考えた場合、断定はでき

なかった。Fig.2 に GDOES での元素分析結果のうち

酸素のみを抽出して経時変化を追ったグラフを示す。

Fig.2 に示す通り酸素は IGZO 膜製膜から数日で急激

に減少しており、当該膜質の経時変化の一因となるこ

とが示唆された。 
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Fig.1 Composition analysis of α-IGZO. 
 

Fig.2 Chage of oxigen density with time. 


